
Electrónica Analógica I 

Tiristores 

(Silicon Controlled Rectifier) 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Este es uno de los 12 SCR para un 
rectificador trifásico de 500 MW y 
500 KV (Inga-Shaba, ZAIRE) 

  EL SCR es el dispositivo electrónico mas 
robusto que existe. 

 
  Puede manejar tensiones y corrientes 
realmente impresionantes. 

 
  Algunos ejemplos son realmente 
espectaculares. 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

SCR - Caracteristica tensión corriente. 

IL: corriente de enganche. Es la corriente de ánodo 
mínima que hace conmutar al dispositivo del estado 
de bloqueo al estado de conducción.  

VRWM: tensión 
inversa máxima 
de trabajo.  

VBo: tensión de 

ruptura directa.  

VDRM: tensión 
de pico repetitiva 

en bloqueo 
directo.  

VRRM: tensión 
inversa de pico 

repetitiva en 
bloqueo inverso.  

IDRM: corriente 
pico repetitiva de 

bloqueo.  

IRRM: corriente 
inversa máxima 

repetitiva.  

VTM: tensión directa 

de pico en conducción.  

IH: corriente de 

mantenimiento.  
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Ejemplo de funcionamiento: 

Cargador de baterías. 

 

 

 

Batería 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Tiristor de paso del cargador. 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Ejemplo de funcionamiento: 

Cargador de baterías. 

 

 

 

Batería 

 

1 612H TYN
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Tiristor de paso del cargador. 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Ejemplo de funcionamiento: 

Cargador de baterías. 

 

 

 

Batería 

 

1 612H TYN

2 106H C

1 120R  

2 120R  



E
le

c
tr

ó
n

ic
a

 A
n

a
ló

g
ic

a
 I

 
Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Tiristor de control del cargador. 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Tiristor de control del cargador. 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

Ejemplo de funcionamiento: 

Cargador de baterías. 

 

 

 

Batería 

 

1 612H TYN

2 106H C

1 120R  

2 120R  

3 470R  

4 470R  

5 820R  

6 1000R  

8ZV V
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TRIAC 

(Tiristores bidireccionales) 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

TRIAC - Caracteristica tensión corriente. 

VDRM: tensión 
de pico repetitiva 

en bloqueo 
directo.  

VRRM: tensión 
de pico repetitiva 

en bloqueo 
inverso.  

IDRM: corriente 
pico repetitiva de 

bloqueo.  IRRM: corriente 
pico repetitiva de 
bloqueo inverso.  

VTM: tensión directa 

de pico en conducción.  

VTM: tensión inversa 

de pico en conducción.  

IL Directa 

IH inversa 

IL Inversa 

IH Directa 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 

Todas las polaridades referidas al MT1 

Se puede disparar en los cuatro cuadrantes. 

Características de disparo 

MT2 en el semiciclo positivo 

MT2 en el semiciclo negativo 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 
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TRIAC   (Tiristores bidireccionales) 

2
1

22

MAX
EF

Para rectificación onda completa

U sen
U
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 Una vez disparado se comporta como un diodo 

 Cuando su corriente pasa por cero, se apaga 

 Para dispararlo hay que sobrepasar una tensión característica 

VDIAC que suele ser de 30 V. 

 Es totalmente simétrico 

No es un interruptor 
T1 

T2 

IT12 

30 V - 30 V 
VT12 

Tiristores (EL DIAC) 

EL  DIAC 



E
le

c
tr

ó
n

ic
a

 A
n

a
ló

g
ic

a
 I

 
Tiristores (EL DIAC) 

EL  DIAC 
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Tiristores (Silicon Controlled Rectifier) 

R1 = 0 , máxima potencia 

R1 = Elevada, mínima  potencia 

Ejemplo de aplicación del DIAC 
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GTO 

Gate Turn-Off Thirystor 
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Tiristores (GTO) Gate Turn-Off Thirystor 

EL  GTO 
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  En muchas aplicaciones, el hecho 

de no poder apagar el SCR es un grave 

problema. 

  El GTO solventa ese inconveniente. 

  Con corriente entrante por puerta, 

se dispara. 

  Con corriente saliente por puerta, se 

apaga. 

Tiristores (GTO) Gate Turn-Off Thirystor 

EL  GTO 

SG2500GX 

IA 

VAK 
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Tiristores (GTO) Gate Turn-Off Thirystor 

EL  GTO 

 El GTO es básicamente igual 

que un SCR. 

 Se han modificado algunos 

parámetros constructivos para 

poder apagarlo por puerta. 

⇒ α2 ≈1    implica que la base de T2 (capa de control) sea estrecha y 

poco dopada y que su emisor (capa catódica) esté muy dopado. 

⇒ α1 ≈0 implica que la base de T1 (capa de bloqueo) sea ancha y 

tenga una vida media de los huecos muy corta. 

2

1 2 1
off




 


 

 La Ganancia de corriente en el momento del corte es : 
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Tiristores (GTO) Gate Turn-Off Thirystor 

EL  GTO 

Existen también en el mercado las tarjetas de disparo de compuerta 

para los GTO ( GTO Gate Drivers ) , también conocidos como GTO 

Gate Units.  

Estos dispositivos están especialmente diseñados para cada 

aplicación proporcionando características como: 

• Compensación de Temperatura para Corriente de Compuerta 

• Voltaje Negativo Continua para Condición de Bloqueo 

• Fibra Óptica para la interfase de señal con confirmación de estatus 

• Pulsos de Encendido y Apagado 

• Fuente de poder con Transformador de Aislamiento 
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MCT 

 Tiristor controlado por Mos 
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Tiristores MCT (Mos-Controlled Thyristor) 

MCT   (Tiristor controlado por Mos) 

Circuito equivalente Símbolo Estructura Interna 
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Tiristores MCT (Mos-Controlled Thyristor) 

MCT  -  Descripción  

   El MCT es un GTO con mejor tolerancia más un transistor P-MOS entre 

la compuerta y la fuente y un N-MOS adicional para su encendido.  

 

 

 

 

 

 

 

   Mientras un GTO se corta mediante un pulso negativo de compuerta, 

debido a sus estrechos márgenes de conducción, el GTO interno de un 

MCT se corta cortocircuitando sus terminales de compuerta y cátodo.  

   En consecuencia, su  excitación es similar a la de un MOS y su 

comportamiento al de un GTO. 
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Tiristores MCT (Mos-Controlled Thyristor) 

MCT  -  Características 

   Puesta en conducción por tensión negativa en puerta 

   Apagado por tensión positiva en puerta 

   Ganancia elevada de tensión de control 

   Disponibles hasta 1000V. Y 100A. 

   Potencias medias bajas. 

   Tiempo de activación  bajo (cerca de 0.4 μs)  

  Tiempo de apagado del MCT es muy bajo (cerca de 1.25 μs)  

   Es un dispositivo de conmutación ideal  

      (elevado di/dt (1000 A/μs) y           dv/dt ( 5000 V/μs) 
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Tiristores MCT (Mos-Controlled Thyristor) 

MCT -  Características 

   Integra las ventajas de los GTO y los de una compuerta de MOSFET. 

   Alta impedancia de entrada. 

   Posibilidad de control. 

   Mayor velocidad de conmutación. 

   Potencias On-Off y tiempo de retardo pequeños. 

   Baja caída de voltaje directo durante conducción. 

   Bajas pérdidas de conmutación. 

   Baja capacidad de bloqueo en voltaje inverso. 
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  No alcanza potencias elevadas. 

  No es competitivo con el MOS en bajas potencias (frecuencia menor 

y mayor complejidad de fabricación  ⇒  mayor costo). 

Tiristores MCT (Mos-Controlled Thyristor) 

MCT -  Comparación 
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Tiristores y MosFets 

COMPARACIÓN 


